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無極性 m 面 AlGaN/GaN 量子井戸(QW) のサブバンド間（ISB）遷移は内部電界がないため c 面 QW に比

べてサブバンドの設計が容易であり、GaN 特有の高速な緩和時間や大きな LO フォノンエネルギーの特性を

利用した ISB 応用デバイスへの展開が期待される。以前、我々は無極性 m 面 AlGaN/GaN QW の中赤外

ISB吸収をはじめて観測した[1,2]。今回、我々はm面 AlGaN/GaN 量子井戸 ISB吸収のドーピング濃度依存

性を測定し、ISB吸収エネルギーのブルーシフトを観測したので報告する。 

GaAs 系 QW ではドーピング濃度の増加とともに多体効果による ISB 吸収のブルーシフトが報告されている

[3]。しかしながら、c面 AlGaN/GaN QWでは多体効果と電子による内部電界のスクリーニングが同時に生じる

ため ISB 吸収は複雑な振舞いを示し、低ドーピング濃度

(1012cm-2台)ではドーピング濃度の増加とともに ISB吸収

はレッドシフトし[4]、高ドーピング濃度(1013cm-2台)ではブ

ルーシフト[5]することが報告されている。内部電界のな

い無極性 m面 AlGaN/GaN QWでは多体効果の影響の

みを独立に観測でき、GaN 系 QW に生じる多体効果の

影響を定量的に見積もることが可能であると期待される。 

m面GaN基板上に 10周期の i-Al0.48Ga0.52N(3.05 nm）

/ n-GaN(2.85 nm) QW を常圧有機金属気相成長法によ

り成長した。n-GaN 井戸層の Si ドーピング濃度は

6.7x1011～6.0x1012cm-2 である。すべての試料におい

て、量子井戸成長時のシラン流量以外の成長条件（成

長温度、時間、原料流量）はすべて揃えてある。Ge プリ

ズムを用いたATR配置[1,2,4]によって室温 ISB吸収の

測定を行った。図１に p 偏光透過スペクトルを示す。c 面 AlGaN/GaN QW ではレッドシフトが観測される程度

の低ドーピング濃度(1012cm-2台) [4]であっても、ドーピング濃度の増加とともに ISB吸収のブルーシフトと線幅

の増大化が生じており、多体効果による影響を明確に観測することができた。この結果は、GaN 系 QW におけ

るサブバンドの物理の定量的な解釈へとつながるとともに、無極性 m面 AlGaN/GaN QWのデバイス応用可能

性を示す結果である。 
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Fig.1 p-polarized transmission spectra of i-

Al0.48Ga0.52N(3.05nm)/n-GaN(2.85nm) 10 QWs 

with different doping concentration (6.6x1011－

6.0x1012cm-2) at room temperature 
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